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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Тема дисертації:
1. Композиційні особливості радіаційно-індукованих явищ в халькогенідних склоподібних напівпровідниках
потрійної системи Ge-Sb-S

2. Compositional peculiarities of radiation-induced phenomena in chalcogenide vitreous semiconductors of Ge-
Sb-S ternary system

Реферат:
1. Радіаційно-індуковані явища в халькогенідних склоподібних напівпровідниках (ХСН). Дослідити
композиційні особливості радіаційно-індукованих явищ в ХСН потрійної системи Ge-Sb-S та відшукати
адекватні аналітичні співвідношення для їх інтерпретації. Методами дослідження є методи оптичної
спектрофотометрії та метод вимірювання мікротвердості по Віккерсу. Встановлено ефект радіаційно-
індукованого потемніння, який містить динамічну та статичну складові, є максимальним в ХСН, збагачених
Ge, і повністю відсутнім в ХСН, збагачених Sb. Концепція вільного об'єму є найбільш адекватною для
інтерпретації спостережуваних явищ. Сферою використання є ІЧ техніка, оптоелектроніка.

2. Radiation-induced phenomena in chalcogenide vitreous semiconductors (ChVS). To investigate compositional
peculiarities of radiation-induced phenomena in ChVS of Ge-Sb-S ternary system and to find adequate analytical
correlations for their interpretation. Methods of research are the methods of optical spectroscopy and method of



measurement of Vickers Hardness. The radiation-induced darkening effect, which consisting of dynamic and static
components and is larger in Ge-rich ChVS and completely absents in Sb-rich ChVS, is established. The free volume
concept is the most adequate for interpretation of the observed phenomena. Sphere of use is the IR optics,
optoelectronics.
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